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ｒａｙｓ ｆｏｒ ｏｔｈｅｒ ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ ａｎｄ ｅｎｈａｎｃｉｎｇ ｔｈｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｌｙ. Ｔｈｅ ｈｅｉｇｈｔ ａｎｄ ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ｏｆ ｔｈｅ
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一种用于台面探测器的新型电极结构
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(１. 中国科学院上海技术物理研究所 红外成像材料与器件重点实验室ꎬ上海　 ２０００８３ꎻ
２. 中国科学院大学ꎬ 北京 １０００４９)

摘要:提出一种用于台面探测器的新型电极结构. 该结构通过在台面底部两次制备电极而获得接力电极. 同传

统的引出电极结构相比ꎬ这种接力电极结构不仅简化了从台面底部引出电极的工艺ꎬ而且能够增加台面顶部

空间从而更有利于其它工艺的进行以及工艺集成. 在 ２００ Ｗ 超声处理 ５ 分钟后ꎬ接力电极的高度和形貌都未

发生变化. 从倒焊互连的剖面 ＳＥＭ 照片可以看出台面底部的接力电极是个整体ꎬ并且该接力电极结构完全可

以应用在台面探测器中.
关　 键　 词:台面ꎻ电极ꎻ红外探测器

中图分类号:ＴＮ３０３ꎻ ＴＮ３０５　 　 文献标识码:Ａ

Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
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ｔｕｎａｂｌｅ ｂａｎｄｇａｐ[２]ꎬ ｆａｓｔ ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｔｉｍｅｓꎬ ｈｉｇｈ ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ
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ｔｈｅ ｐｉｘｅｌ ｐｉｔｃｈ ｉｓ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ.

Ａｓ ｔｈｅ ｐｉｘｅｌ ｐｉｔｃｈ ｒｅｄｕｃｅｄ ｄｒａｍａｔｉｃａｌｌｙ ｆｒｏｍ Ｘμｍ
ｔｏ Ｘ / ｎμｍ (ｎ > １)ꎬ ｔｈｅ ｅｘｔｅｎｄｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｏｎ ｔｈｅ ｔｏｐ ｏｆ
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ｗｉｌｌ ｂｅ ｓｍａｌｌ. Ｔｈｉｓ ｉｓ ａ ｈｕｇｅ ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｆｏｒ ｍａｓｓ ｐｒｏｄｕｃ￣
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ｎｅａｒｌｙ ｖｅｒｔｉｃａｌ ｓｉｄｅｗａｌｌｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ｔｈｉｓ ｍａｋｅｓ ｐａｓｓｉ￣
ｖａｔｉｏｎ ｔｈｅ ｓｅｃｏｎｄ ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｃｏｎｃｅｒｎｅｄ. Ｔｈｅ
ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘｔｅｎｄｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅꎬ ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ ｔｈｅ ｐａｒｔ
ｃｏｖｅｒｉｎｇ ｔｈｅ ｓｉｄｅｗａｌｌｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈꎬ ｉｓ ｔｈｅ ｔｈｉｒｄ ｍａｔｔｅｒ
ｔｈａｔ ｄｅｓｅｒｖｅｓ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ. Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅꎬ ｗｅ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅ ａ ｎｏ￣
ｖｅｌ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｆｏｒ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃ￣
ｔｏｒｓ. Ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ｉｎｔｒｏ￣
ｄｕｃｅｄ ｄｉｒｅｃｔｌｙ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｉｎ ｔｈｉｓ ｎｅｗ
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ. Ｂｙ ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ ｔｗｉｃｅꎬ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ
ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ｉｔ ｉｓ ｗｏｒｔｈ ｔｏ ｍｅｎｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｈｅｉｇｈｔ ａｎｄ
ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ ｂａｒｅｌｙ ｄｅｃｒｅａｓｅｓ ａｆｔｅｒ ２００Ｗ ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ
ｆｏｒ ５ｍｉｎｓ. Ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ￣ｖｏｌｔａｇｅ ( Ｉ￣Ｖ) ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ ｏｆ
ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒ ｕｓｉｎｇ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃ￣
ｔｕｒｅ ｐｒｏｖｅｓ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ａｎｄ ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ ｐｉｃ￣
ｔｕｒｅ ａｆｔｅｒ ｆｌｉｐ￣ｃｈｉｐ ｂｏｎｄｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒ
ｐｒｏｖｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｃａｎ ｂｅ ｉｎｄｅｅｄ ａｐ￣
ｐｌｉｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ.

Ｆｉｇ. １ 　 Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ ｄｉａｇｒａｍ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘｔｅｎｄｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｆｏｒ ｔｈｅ
ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒ
图 １　 采用引出电极结构的台面探测器示意图

１　 Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ

Ｔｈｅ ｄｅｔａｉｌｅｄ ｇｒｏｗｔｈ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ ｏｆ ＨｇＣｄＴｅ ｏｎｔｏ ＧａＡｓ

ｓｕｂｓｔｒａｔｅ ｉｎｃｌｕｄｅｓ ｔｈｅ ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ[１０]:
￣ｃｈｅｍｉｃａｌ ｅｔｃｈｉｎｇ ｏｆ ＧａＡｓ ｓｕｂｓｔｒａｔｅꎻ
￣ｔｈｅｒｍａｌ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ ＧａＡｓ ｓｕｒｆａｃｅ ｉｎ ａｒｓｅｎｉｃ ｆｌｕｘ ｉｎ

ｖａｃｕｕｍꎻ
￣ｇｒｏｗｔｈ ｏｆ ＣｄＺｎＴｅ ｂｕｆｆｅｒ ｌａｙｅｒ ｏｎ ａｎ ａｔｏｍｉｃ ｃｌｅａｎ

ＧａＡｓ ｓｕｒｆａｃｅꎻ
￣ｇｒｏｗｔｈ ｏｆ ＨｇＣｄＴｅ ｏｎ ｔｈｅ ｂｕｆｆｅｒ ｌａｙｅｒ.
Ｔｈｅ ＨｇＣｄＴｅ ｍａｔｅｒｉａｌ ｉｓ ｃｌｅａｎｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｏｆ

ｃｈｌｏｒｙｌｅｎｅꎬ ｅｔｈｅｒꎬ ａｃｅｔｏｎｅ ａｎｄ ｅｔｈｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ ｂｅｆｏｒｅ ｕ￣
ｓｉｎｇ. Ｔｈｅ ｍａｉｎ ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ ｓｔｅｐｓ ｉｎｃｌｕｄｅ ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａ￣
ｐｈｙꎬ ｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｒｅｎｃｈｅｓꎬ ｍｅｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎꎬ ｔｗｏ ｓｅｐａｒａｔｅｌｙ
ｔｉｍｅｓ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎꎬ ａｎｄ ｆｌｉｐ￣ｃｈｉｐ ｂｏｎｄｉｎｇ. Ｔｈｅ
ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ ｗａｓ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄ ｂｙ ｃｏｎｆｏｃａｌ ｓｃａｎｎｉｎｇ ｌａｓｅｒ ｍｉ￣
ｃｒｏｓｃｏｐｅ ａｎｄ ｓｃａｎｎｉｎｇ ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ (ＳＥＭ). Ｔｈｅ
ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｗａｓ ｕｓｅｄ ｔｏ ｅｖａｌｕａｔｅ ｔｈｅ ｒｉｇｉｄｉｔｙ ｏｆ
ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ｔｈｅ Ｉ￣Ｖ
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｗａｓ ｃａｒｒｉｅｄ ｏｕｔ ｏｎ ａ ｃｒｙｏｇｅｎｉｃ ｐｒｏｂｅ ｓｔａｔｉｏｎ
ｔｏ ｔｅｓｔｉｆｙ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ
ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ.

２　 Ｒｅｓｕｌｔｓ ａｎｄ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ

Ｆｉｇｕｒｅ ２ ｉｓ ｔｈｅ ｓｃｈｅｍａｔｉｃ ｆｌｏｗ ｃｈａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｎｅｗ ｅｌｅｃ￣
ｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ｉｎ ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅ. Ｉｔ ｃａｎ ｂｅ ｓｅｅｎ
ｔｈａｔ ｔｈｅ ｔｏｐ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ｅｑｕａｌ ｔｏ ｔｈｅ ｏｐｅｎｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ
ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ. Ｔｈｅｎ ａ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ｏｂｔａｉｎｅｄ ｗｉｔｈ ａｄｊｕｓｔａｂｌｅ ｈｅｉｇｈｔ. Ｃｏｍｐａｒｉｎｇ
ｗｉｔｈ ｊｕｓｔ ｏｎｅ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ
ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈꎬ ｉｔ ｒｅｑｕｉｒｅｓ ｌｅｓｓ ｃｏｎｆｏｒｍａｌｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ
ｔｏ ｃｏｖｅｒ ｎｅａｒｌｙ ｖｅｒｔｉｃａｌ ｓｉｄｅｗａｌｌｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ａｌｓｏꎬ ｔｈｉｓ
ｔｗｏ￣ｓｔｅｐ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｓｏｌｖｅｓ ｔｈｅ ｄｉｌｅｍｍａ ｏｆ ｇｅｔｔｉｎｇ ｓｕｃｈ ａ
ｔａｌｌ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｗｉｔｈ ｈｉｇｈ ａｓｐｅｃｔ
ｒａｔｉｏ. Ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｆｅａｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｉｓ ｇｅｔｔｉｎｇ ｒｉｄ ｏｆ ｍｅｔａｌ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ ｓｉｄｅ￣
ｗａｌｌｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ｃｏｍｐａｒｉｎｇ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｅｘ￣
ｔｅｎｄｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅꎬ ｔｈｉｓ ｗｉｌｌ ｍａｋｅ ｓｕｒｅ ａ ｇｏｏｄ ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ
ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ.

Ｆｉｇ. ２　 Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ ｆｌｏｗ ｃｈａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｆｏｒ
ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ
图 ２　 制备新型台面探测器电极结构的流程示意图

Ｆｉｇｕｒｅ ３ (ａ) ａｎｄ (ｂ) ａｒｅ ｔｈｅ ｃｏｎｆｏｃａｌ ｓｃａｎｎｉｎｇ ｌａ￣
ｓｅｒ ｐｒｏｆｉｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈｅｓ ｂｅｆｏｒｅ ａｎｄ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｏｆ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ. Ｉｔ ｉｓ ｃｌｅａｒ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ｆｉｌｌｅｄ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ａｎｄ ｔｈｅ ｒｅ￣
ｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｉｓ ｌｏｃａｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｍｉｄｄｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ
ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ ＳＥＭ ｐｉｃｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ ｎｅｗ
ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｉｓ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｉｎ Ｆｉｇ ３ ( ｃ) ｉｎ ｗｈｉｃｈ

８１５



５ 期 ＨＵＡＮＧ Ｙｕｅ ｅｔ ａｌ:Ａ ｎｏｖｅｌ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ

Ｆｉｇ. ３　 (ａ) ａｎｄ (ｂ) ａｒｅ ｔｈｅ ｃｏｎｆｏｃａｌ ｓｃａｎｎｉｎｇ ｌａｓｅｒ ｐｒｏｆｉｌｅｓ ｏｆ
ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈｅｓ ｂｅｆｏｒｅ ａｎｄ ａｆｔｅｒ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎꎻ (ｃ) ａｎｄ (ｄ)
ａｒｅ ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ ＳＥＭ ｏｆ ｔｈｅ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｂｅ￣
ｆｏｒｅ ａｎｄ ａｆｔｅｒ ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ
图 ３　 (ａ)和(ｂ)分别是制备新型电极前后台面形貌的共聚
焦显微镜分析照片ꎻ (ｃ)和(ｄ)是新型电极结构在超声处理
前后的 ＳＥＭ 照片

ｔｈｅ ｈｅｉｇｈｔｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｗｏ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ
ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ａｒｅ １６. １ μｍ ａｎｄ １６. ７ μｍꎬ ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ.
Ｔｈｅｙ ａｒｅ ｉｎｄｅｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｍｉｄｄｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ. Ｔｈｅ ｈｅｉｇｈｔｓ ａｎｄ ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃ￣
ｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｂａｒｅｌｙ ｃｈａｎｇｅ ａｆｔｅｒ
２００Ｗ ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｆｏｒ ５ ｍｉｎｓꎬ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ
Ｆｉｇ ３ (ｄ). Ｉｔ ｉｓ ｗｏｒｔｈ ｔｏ ｍｅｎｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｉｎｔｅｒ￣
ｆａｃｅ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ ｔｗｏ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｓｔｅｐｓ ｒｅｇａｒｄｌｅｓｓ ｏｆ ｕｌｔｒａ￣
ｓｏｎｉｃ ｔｒｅａｔｍｅｎｔꎬ ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｑｕｉｔｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｆｒｏｍ ｔｈａｔ ｏｆ
Ｊｉａｎｇ’ｓ ｒｅｓｕｌｔｓ[１１] . Ｊｉａｎｇ ａｎｄ ｈｉｓ ｃｏ￣ｗｏｒｋｅｒｓ ｈａｖｅ ｆａｂｒｉ￣
ｃａｔｅｄ ｄｏｕｂｌｅ￣ｓｔａｃｋｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ ｂｙ ｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇꎬ ａｎｄ
ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａｎ ｏｂｖｉｏｕｓ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ ｔｗｏ ｓｅｐａｒａｔｅｄ ｅ￣
ｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇ ｓｔｅｐｓ. Ｔｈｅｙ ｄｉｄ ｎｏｔ ｇｉｖｅ ａｎｙ ｄｅｔａｉｌｓ ｏｎ ｔｈｅ
ｓｕｃｃｅｓｓｉｖｅ ｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇ ｓｔｅｐｓꎬ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｔｈｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ. Ｈｏｗｅｖｅｒꎬ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ａ
ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｎ ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ. Ｉｍａｇｉｎｇ ｔｈｅｉｒ ｄｏｕｂｌｅ￣
ｓｔａｃｋｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｉｓ ｌｏｃａｔｅｄ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈꎬ
ａｎｄ ｔｈｅ ｐｒｏｔｒｕｄｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ￣ｓｔａｃｋｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｍｉｇｈｔ
ｒｉｓｋ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｆｉｌｌｉｎｇ ｗｉｔｈ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｍａｔｅｒｉａｌ ａｆｔｅｒ ｆｌｉｐ￣
ｃｈｉｐ ｂｏｎｄｉｎｇ. Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅꎬ ｔｈｅｙ ｄｉｄｎ’ ｔ ｍｅｎｔｉｏｎ ｔｈｅ ｕ￣
ｎｉｆｏｒｍｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｈｅｉｇｈｔ ｏｆ ｔｈｅ ｄｏｕｂｌｅ￣ｓｔａｃｋｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ.
Ｗｈａｔ’ｓ ｍｏｒｅꎬ ｔｈｅｉｒ ｄｏｕｂｌｅ￣ｓｔａｃｋｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ ａｒｅ ｍａｄｅ
ｏｎ ｔｈｅ “ｄｕｍｍｙ ｗａｆｅｒ” ｉｎｓｔｅａｄ ｏｆ ｔｈｅ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ.
Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅꎬ ｏｕｒ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ
ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ｓｕｐｅｒｉｏｒ ｔｏ ｔｈａｔ ｏｆ Ｊｉａｎｇ’ ｓ ｄｕｅ ｔｏ ｅａｓｙ ｄｅｐｏｓｉ￣
ｔｉｏｎꎬ ｂｅｔｔｅｒ ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ａｎｄ ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ. Ａｎｄ ｏｕｒ ｒｅｌａｙｅｄ
ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ｔｒｅａｔｅｄ ｓｕ￣
ｐｅｒｆｉｃｉａｌｌｙ ａｓ ａ ｗｈｏｌｅ. Ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｃａｎ
ｂｅ ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ｔｏ ｓｍａｌｌｅｒ ｐｉｘｅｌ ｓｉｚｅ ａｓ ｌｏｎｇ ａｓ ｔｈｅ ａｓｐｅｃｔ
ｒａｔｉｏ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｋｅｅｐｓ.

Ｔｈｅ ｔｙｐｉｃａｌ Ｉ￣Ｖ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ
ｄｅｔｅｃｔｏｒ ｕｓｉｎｇ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｒｅ ｓｈｏｗｎ ｉｎ Ｆｉｇ ４.
Ｉｔ ｉｓ ｃｌｅａｒ ｔｈａｔ ｂｏｔｈ ｏｆ ｔｈｅ ｔｗｏ Ｉ￣Ｖ ｃｕｒｖｅｓ ａｒｅ ｓｍｏｏｔｈ
ｗｉｔｈｏｕｔ ａｎｙ ａｂｎｏｒｍａｌ ａｎｄ ｔｈｅｙ ａｒｅ ｎｅａｒｌｙ ｉｄｅｎｔｉｃａｌ.
Ｔｈｅｓｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｔｅｓｔｉｆｙ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ
ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ. Ｔｈｅ ｆｌｉｐ￣ｃｈｉｐ ｂｏｎｄ￣
ｉｎｇ ｗａｓ ｅｘｅｃｕｔｅｄ ｏｎ ａ ＦＣ １５０ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｉｚｅｄ ｄｅｖｉｃｅ
ｂｏｎｄｅｒ. Ｔｈｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｗａｓ ｃｈｏｓｅｎ ｔｏ ｂｅ ｔｗｏ ｔｉｍｅｓ ｌａｒｇｅｒ
ｔｈａｎ ｔｈｅ ｕｓｕａｌ ｏｎｅ ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｔｅｓｔｉｆｙ ｗｈｅｔｈｅｒ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ
ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ａ ｕｎｉｔｙ ｏｒ ｎｏｔ.
Ｔｈｅ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｗａｓ ｓｅｔ ｔｏ ｂｅ ａｔ ｒｏｏｍ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ. Ａｆｔｅｒ
ｆｌｉｐ￣ｃｈｉｐ ｂｏｎｄｉｎｇꎬ ｔｈｅ ｕｎｄｅｒｆｉｌｌ ｗａｓ ｃａｒｒｉｅｄ ｏｕｔ ｆｏｒ ｔｈｅ
ｓａｋｅ ｏｆ ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｎｔｒａｓｔ ｏｆ ｔｈｅ ＳＥＭ ｐｉｃｔｕｒｅ. Ｌａｔｅｒ
ｏｎꎬ ｔｈｅ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｍｅｔａｌｌｏｇｒａｐｈｉｃ ｓｐｅｃｉｍｅｎ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｉｓ
ｄｏｎｅ ａｓ ｉｎ Ｒｅｆ [ １２ ]. Ｆｉｇｕｒｅ ５ ｉｓ ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ
ＳＥＭ ｏｆ ｔｈｅ ｆｌｉｐ￣ｃｈｉｐ ｂｏｎｄｅｄ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒ ｕｓｉｎｇ

Ｆｉｇ. ４　 Ｔｈｅ ｔｙｐｉｃａｌ Ｉ￣Ｖ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ
ｄｅｔｅｃｔｏｒ ｕｓｉｎｇ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
图 ４　 采用新型电极结构的台面探测器的 Ｉ￣Ｖ 曲线示意

Ｆｉｇ. ５　 Ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ ＳＥＭ ｏｆ ｔｈｅ ｆｌｉｐ￣ｃｈｉｐ ｂｏｎｄｅｄ ｍｅ￣
ｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒ ｕｓｉｎｇ ｔｈｅ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
图 ５　 采用新型电极结构的台面探测器的互连剖面 ＳＥＭ
照片

ｔｈｅ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ. Ｉｔ ｉｓ ｃｌｅａｒ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｓｉｚｅ ｏｆ ｔｈｅ
ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｄｅｃｒｅａｓｅｓ ｆｒｏｍ ｌｅｆｔ ｔｏ ｒｉｇｈｔ. Ｔｈｉｓ ｉｓ ｅａｓｙ
ｔｏ ｅｘｐｌａｉｎ ｓｉｎｃｅ ｗｅ ｃａｎｎｏｔ ｍａｋｅ ｓｕｒｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃ￣
ｔｉｏｎａｌ ｐｌａｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｃｕｔｔｉｎｇ ｉｓ ｒｉｇｈｔ ｉｎ ｔｈｅ ｍｉｄｄｌｅ ｏｆ ａｌｌ ｔｈｅ
ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ. Ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｓｃｅｎａｒｉｏ ｍｉｇｈｔ ｂｅ ｌｉｋｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ
ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ ｐｌａｎｅ ｉｓ ｒｉｇｈｔ ｉｎ ｔｈｅ ｍｉｄｄｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｒｅ￣
ｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｉｆ ｃｏｕｎｔｉｎｇ ｆｒｏｍ ｌｅｆｔꎬ ｂｕｔ ｉｔ ｅｘｃｅｅｄｓ ｔｈｅ
ｍｉｄｄｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｓｔ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ. Ａｎｄ ｔｈｅ ｆｕｒ￣
ｔｈｅｒ ｉｔ ｉｓ ａｗａｙ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅꎬ ｔｈｅ ｌｅｓｓ ｉｔｓ
ｓｉｚｅ ｗｉｌｌ ｂｅ ｒｅｍａｉｎｅｄ. Ｔｈｅ ｓｅｃｏｎｄ ｓｃｅｎａｒｉｏ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ｔｈｅ
ｏｐｐｏｓｉｔｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ ｐｌａｎｅ ｉｓ ｒｉｇｈｔ ｉｎ ｔｈｅ ｍｉｄ￣
ｄｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｆｏｕｒｔｈ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｂｕｔ ｔｈｅ ｏｎｓｅｔ ｏｆ ｔｈｅ
ｆｉｒｓｔ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ. Ｉｎ ｔｈｉｓ ｃａｓｅꎬ ｍｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅ ｅｌｅｃ￣
ｔｒｏｄｅｓ ｌｏｓｅ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ ｓｔｅｐ ｏｆ ｔｈｅ ｍｅｔａｌｌｏｇｒａｐｈｉｃ
ｓｐｅｃｉｍｅｎ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ. Ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙꎬ ｏｎｌｙ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｅｌｅｃ￣
ｔｒｏｄｅ ｓｈｏｗｓ ｒｉｇｈｔ ｉｎ ｉｔｓ ｍｉｄｄｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｃｒｏｓｓ￣ｓｅｃｔｉｏｎａｌ
ｐｌａｎｅ ｂｕｔ ｏｔｈｅｒｓ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ ｈａｌｆ. Ｄｅｓｐｉｔｅ ｏｆ ｖａｒｉｏｕｓ ｓｉｚｅｓ ｏｆ
ｔｈｅ ｒｅｍａｉｎｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓꎬ ｔｈｅ ｂｏｎｄｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ ａｒｅ ａ￣
ｌｉｇｎｅｄ ａｎｄ ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ｎｏｔ ｆｕｌｌ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ.
Ａｌｓｏ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ ｍｏｖｅｍｅｎｔ ａｔ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｏｆ
ｔｈｅ ｔｗｏ￣ｓｔｅｐ ｄｅｐｏｓｉｔｅｄ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ. Ｈｅｎｃｅꎬ ｗｅ
ｃａｎ ｃｏｎｃｌｕｄｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｒｅｌａｙｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ａｔ ｔｈｅ ｂｏｔｔｏｍ ｏｆ
ｔｈｅ ｔｒｅｎｃｈ ｉｓ ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ ａ ｕｎｉｔ. Ａｎｄ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｃａｎ ｂｅ ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ ａｐｐｌｉｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ
ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ.

３　 Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ

Ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｓａｔｉｓｆｙ ｔｈｅ ｔｒｅｎｄ ｏｆ ｓｃａｌｉｎｇ ｄｏｗｎ ｐｉｘｅｌ
ｐｉｔｃｈ ｏｆ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ｏｖｅｒｃｏｍｅ ｔｈｅ ｄｒａｗ￣
ｂａｃｋｓ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘｔｅｎｄｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅꎬ ａ ｎｅｗ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ ｓｔｒｕｃ￣
ｔｕｒｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｍｅｓａ￣ａｒｒａｙｅｄ ｉｎｆｒａｒｅｄ ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ ｉｓ ｐｒｏｐｏｓｅｄ.
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